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TEMPO A DISPOSIZIONE: 2 ORE

Problema 1

Si consideri un condensatore MOS con struttura Al/SiO,/p — Si (Pm(Al) = 4.1 V).
Lo spessore dell’ossido e il drogaggio del silicio-p sono xo = 200 nm e Ny = 10 cm™3
rispettivamente:

1.1) Disegnare la caratteristica C-V in alta frequenza del condensatore in esame riportando
1 valori di CMAX, Cmin e di VT;

1.2) Calcolare la caduta di tensione nell’ossido e nel semiconduttore (V,, e ¢s;) all’equilibrio
(VGIOV);

1.3) Calcolare lo spessore dell’ossido necessario per avere una tensione di soglia nulla (Vr = 0V);
1.4) Con questo nuovo spessore dell’ossido, calcolare la caduta di tensione nell’ossido e nel
semiconduttore (Vi e ¢s;) all’equilibrio (Vg = 0V) e con Vg = 1V,

Si consideri ora una densita di carica fissa Q' = 5-107% C/em?.

1.5) Calcolare la variazione della tensione di soglia indotta nel caso in cui la carica sia
posizionata:

a) all’interfaccia ossido/silicio
b) all’interfaccia ossido/metallo

c¢) a meta dell’ossido

Problema 2

Dato un wafer di Silicio con orientazione (111), con drogaggio Ny = 10'* cm™

2.1) determinare il tempo necessario per crescere 500A di ossido in wet-ozigen a 900°C.

Si effettua ora un impianto con atomi di Fosforo (P) con un’energia pari a 500 KeV (trascu-
rare l'effetto dello strato di ossido).

2.2) Determinare la dose da impiantare per ottenere un picco di concentrazione pari a
Np = 10'® ecm~?;

2.3) Determinare la posizione del picco di concentrazione e la profondita’ di giunzione prima
della fase di annealing.

Si effettua ora una fase combinata di annealing e ossidazione “dry” a 1100°C per 10 minuti.
2.4) Calcolare il nuovo picco di concentrazione e la nuova profondita di giunzione.

2.5) Calcolare lo spessore finale dell’ossido.



